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Argument 
 

Elaborarea şi editarea celei de-a 15-a fascicule a colecţiei de 
biobibliografii „Universitaria” este prilejuită de împlinirea a 60 
de ani de la naşterea fizicianului, savantului şi pedagogului Emil 
Rusu. O personalitate marcantă, eminent specialist, om de o vastă 
cultură, înzestrat cu o impresionantă capacitate de înţelegere a 
fenomenului informaţional în lumea contemporană – aceste 
calificative (şirul ar mai putea continua) sunt atribuite dlui Emil 
Rusu. În calitatea sa de director al Departamentului Inginerie şi 
Informatică a ULIM a pus umărul la fondarea acestuia, la 
consolidarea procesului educaţional şi ştiinţific universitar. 
Implicaţiile ştiinţifice, didactice, practice şi promoţionale ale 
distinsului cercetător  constituie subiectul prezentei 
biobibliografii. 

Biobibliografia inserează exhaustiv informaţia asupra 
publicaţiilor lui Emil Rusu, indiferent de genul documentelor, 
conţinutul şi limba acestora, locul editării, suportul de fixare a 
informaţiei. Selectarea  materialelor a fost finisată la 6 aprilie 
2004. 

Selectarea informaţiei a fost efectuată în baza Arhivei 
Depozitului Legal a Camerei Naţionale a Cărţii, colecţiilor 
Departamentului Informaţional – Biblioteconomic ULIM, 
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Bibliotecii 
Republicane de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică, precum şi în baza 
bibliotecii personale a dlui E. Rusu.  

Lucrarea inserează componentele specifice pentru o publicaţie 
biobibliografică: articole introductive, semnate de personalităţi 
notorii în domeniu, curriculum-vitae, partea bibliografică. 
Materialele, prezentate în partea bibliografică, sunt structurate 
după genul şi valoarea, conţinutul acestora (doctorat, lucrări 
ştiinţifice, promoţionale etc.), iar în interiorul compartimentelor – 
în ordine cronologică. Documentele despre activitatea profesional 
– didactică şi ştiinţifică a lui Emil Rusu sunt ordonate îmbinând 
organic criteriile cronologic şi alfabetic. Biobibliografia conţine  
informaţii selective şi vizavi de colecţia personală a domnului E. 
Rusu, amplificând potenţialul informaţional al biobibliografiei. 

Descrierile bibliografice sunt realizate în funcţie de 
prevederile standardelor bibliologice în vigoare, păstrând 
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caracterele originale ale limbii documentului*. Pentru a înlesni 
cercetările şi regăsirea informaţiei necesare, biobibliografia este 
însoţită de indexul de nume, acesta orientând utilizatorul spre 
numărul de ordine al descrierii bibliografice a documentului 
căutat. 

Biobibliografia constituie un suport esenţial pentru diferite 
solicitări de informare şi documentare. Ea este destinată 
cercetătorilor, studenţilor, conducătorilor instituţiilor de 
învăţământ superior, precum şi tuturor celor interesaţi în 
domeniu. Lucrarea se vede parte integrantă a colecţiilor de 
referinţe din bibliotecile universitare, specializate etc. 

Alcătuitorii aduc mulţumiri dlui Emil Rusu pentru contribuţiile 
în procesul elaborării lucrării, precum şi instituţiilor 
informaţionale, bazele de date ale cărora au fost utilizate. 

 
 

Ludmila CORGHENCI,  
director adjunct DIB ULIM 

 
* STAS 12629/1 – 88 „Descrierea bibliografică a documentelor. Schema 
generală”; STAS 8256 – 82 „Informare şi documentare. Prescurtarea 
cuvintelor şi a expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele 
bibliografice” şi altele. 
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Rusu Emil – autor de tehnologii înalte 
 

Preşedintele Consiliului ştiinţific al IFA, 
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 

Profesor universitar, dr. habilitat Leonid CULIUC 
 

Activitatea ştiinţifică a doctorului habilitat în ştiinţe tehnice 
Emil Rusu a început în anul 1967, odată cu venirea Dumnealui în 
laboratorul de compuşi semiconductori al Institutului de Fizică 
Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. 
Fondatorul şi conducătorul acestui laborator era profesorul Sergiu 
Rădăuţan, care deja în acel timp, devenise savant cu renume, 
fiind şi primul rector al Institutului Politehnic din Chişinău – 
actuala Universitatea Tehnică din Moldova.  

Anume la sugestia academicianului Rădăuţan tânărul 
colaborator Emil Rusu a demarat cercetări sistematice în 
elaborarea tehnologiei de obţinere a cristalelor de fosfură de indiu 
– InP. Problema s-a dovedit a fi foarte complexă, depăşind 
procedeele tehnologice standarde, cunoscute de specialişti. Însăşi 
compusul semiconductor binar InP atunci nici pe departe nu 
părea actual pentru careva implementări industriale. Elaborările 
dlui Rusu din acea perioadă astăzi ar fi putut caracterizate ca 
„tehnologii înalte”. Pentru a susţine în anul 1974  disertaţia de 
candidat în ştiinţe, dl Rusu a creat o adevărată linie tehnologică 
originală. Au mai trecut câţiva ani, pentru ca la interfaţa anilor 
70-80 fosfura de indiu şi heterostructurile planare să fie 
considerate unul dintre cele mai necesare materiale pentru 
electronica modernă, inclusiv microelectronica frecvenţelor 
ultraînalte, pentru optoelectronică, iar ulterior şi sistemele de 
comunicaţii optice, iar lucrările dlui Rusu sa devină deosebit de 
solicitate pentru implimentări industriale. 

La mijlocul anilor 70 pe lângă IFA AŞM a fost deschis Biroul 
Specializat Tehnologic de Electronică a Solidului. Doctorului E. 
Rusu i s-a încredinţat conducerea unei din cele mai mari 
subdiviziuni ale Biroului – secţia de tehnologie a 
semiconductoarelor. Proprietăţile unicat şi, ceea ce e foarte 
important în ştiinţa materialelor, reproductibilitatea 
caracteristicilor monocristalelor, structurilor şi dispozitivelor 
obţinute de dr. Rusu, erau înalt apreciate de savanţii şi specialiştii 
din cele mai avansate şi prospere instituţii de cercetare şi 
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proiectare din fosta URSS. Timp de mai bine de 15 ani dl Rusu 
dirija şi implementa contracte economice importante cu  Institute 
ale Academiei de Ştiinţe a  URSS: Institutul Fizico-Tehnic „A. F. 
Ioffe” al A. Ş. (St-Petersburg), Institutul de Radio-Tehnică şi 
Electronică (Moskova), Institutul de Fizică Generală (Moskova), 
cu mari întreprinderi ale fostului complex militar cum ar fi НПО 
«Исток» (Freazino), НПО «Квант» (Moskova), НПО 
«Электрон» (St-Petersburg) şi altele. Pe parcursul a mai multor 
ani, dr. E. Rusu a avut o colaborare activă şi cu uzina „Mezon” 
din Chişinău. Pentru activitatea fructuoasă în anul 1983 dr. Emil 
Rusu a devenit laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova 
în  domeniul ştiinţei şi tehnicii. 

După dezintegrarea Uniunii Sovietice timp de aproape un 
deceniu contractele de colaborare au continuat cu Institutul de 
Microtehnologie din Bucureşti şi Institutul de Cercetare a 
Materiei Condensate din Timişoara (ICMCT). 

Concomitent cu ingineria materialelor, dr. E. Rusu este 
implicat în cercetarea pur academică, publicând zeci de articole 
originale în prestigioase reviste unionale şi internaţionale de 
specialitate. În baza rezultatelor deosebite, obţinute până în  anul 
1993, dr. Emil Rusu cu succes susţine teza de dr. habilitat în 
ştiinţe tehnice (anul 1993). Relativ recent, pentru monografia 
publicată în Kiev, în cooperare cu colegi din Ucraina, colectivului 
de autori i-a fost conferit Premiul a Trei Preşedinţi ai Academiilor 
de Ştiinţe a Ucrainei, Bielorusiei şi a Moldovei. 

Înţelegând importanţa stabilirii unei conexiuni reale între 
instituţiile de cercetare şi învăţământul universitar, dl Rusu a 
îndeplinit un volum enorm de lucru, elaborând programele şi 
planurile de studii la  specialităţile de profil ingineresc, ce ţin de 
domeniul electronicii şi tehnologiilor informaţionale. Acestea  au 
servit ca  bază pentru deschiderea în cooperare cu Institutul de 
Fizică Aplicată al AŞM a Departamentului de Inginerie şi 
Informatică la ULIM. Prin constituirea acestei formaţiuni 
educaţionale la ULIM s-a creat o perspectivă largă de colaborare 
cu Institutul academic de fizică aplicată prin atragerea 
colaboratorilor ştiinţifici de calificare înaltă în activitatea 
didactică, fapt ce corespunde imperativului timpului de integrare 
eficientă a cercetării academice cu procesul educaţional. 
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Ученый и Педагог 
Ольга КУЛИКОВА  

Док. ф-м. наук. 
Емил Руссу, доктор-хабилитат физико-математических 

наук, профессор – ученый физик и основатель Департамента  
«Инженерия и Информатика» ULIM-а. Он считает это 
университетское структурное подразделение своим детищем, 
близко принимает его судьбу. 

Деятельность этого человека вполне осязаемо 
воплощается в главном - он обогатил физику и высшую 
педагогику собственными научными трудами, работами 
учеников, подобрал и организовал эффективный состав 
педагогических кадров Департамента, организовал 
плодотворное общение со студентами и аспирантами, внес 
новые формы преподавания и методы воспитания учеников.  

Удивительное дело: предназначенный, казалось бы, для 
отрешенных дел чистой науки (научная деятельность 
началась с 1967 года в Институте Прикладной физики 
Академии Наук Молдовы), он благодаря своей энергии 
добивается успеха в организационных и практических делах. 

Что можно рассказать о «физике Руссу»? 
Можно было бы перечислить названия его основных 

научных работ в области физики полупроводников, всего их 
насчитывается более 150-трудов и 20-авторских свидетельств 
на изобретения. На непосвященных, вероятно, произвело бы 
впечатление обилие незнакомых терминов – будто слов из 
чужого языка… Физики же, не вдаваясь в суть работ, из 
одних лишь заголовков, увидели бы, как широк спектр его 
интересов. Его научные достижения высоко оценены 
присуждением Государственной Премии Молдовы в области 
науки и техники в 1983 году. 

Но намного интереснее в этом отношении позиция 
английского физика Рудольфа Пайерлса. Размышляя о 
преподавании наук, он заметил: «Я не верю, чтобы изучение 
их было полезным, если студенты не понимают основ самих 
естественных наук. Это напоминает попытки преподавать 
историю искусства человеку, который никогда не видел ни 
одной картины». 

И действительно, достигнув больших результатов в 
области технологии получения и исследования целого ряда 
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полупроводниковых материалов и тонкопленочных структур 
на их основе, Е.Руссу сегодня успешно доносит свой опыт и 
знания студентам. Ему удается излагать сложные проблемы 
на самом популярном уровне – начав с азов, постепенно 
двигаясь вместе со студентами, посвящая их в некоторые 
трудности, возникающие в процессе решения, и как бы с 
ними, при их участии, эти трудности преодолевать. У 
студентов появляется  «ощущение ощущения» предмета, 
проблемы. 

Созданный и возглавляемый им Департамент сегодня 
находится среди тех университтских структур, в которых 
осуществляется практическая реализация требований 
сегодняшнего дня в подготовке инженерных кадров.  

Его энтузиазм в науке, бескомпромиссная научная 
принципиальность остаются неизменными. Насколько 
бывает резкой его критика, настолько же искренне его 
желание содействовать чужому успеху. Эти черты научной 
деятельности и таланта Емила Руссу привели его и к 
руководству целым коллективом ученых в Институте 
Прикладной физики и получению статуса декана 
Департамента ULIM-а. 

С Емилем Руссу всем (от студента до академика) легко и 
просто, поскольку он, несмотря на свой авторитет и 
известность, лишен даже тени снобизма. Неизменно 
подтянут, интересен, аккуратно и со вкусом одет, вместе с 
тем не придает никакого значения показной стороне жизни. 
Высокий профессионализм, научная чистота и строгость в 
высшей форме оборачивается высокой моралью. Ибо своим 
существованием и деятельностью он поднимает уровень 
интеллектуальной требовательности и интеллигентности – 
как в науке и во всем, что связано с нею, так и в своих 
последователях.  

Естественно, что все, чья работа, чье творчество стоят на 
таком уровне  - независимо от того, в какой области 
духовной жизни, науки или педагогики, - все они становятся 
мерилом нравственных и духовных возможностей общества. 
А когда они при этом не одиночки, а ведут за собой 
молодежь, воспитывают в них те же принципы, роль их и 
ценность еще больше. 



 10  

CURRICULUM VITAE 
 

• Numele: RUSU 
• Prenumele: EMIL 
• Cetăţenia: Republica Moldova 
• Naţionalitatea: român 
• Limba maternă: româna 
• Limbi străine: rusa, franceza 
• Data şi locul de naştere: 16 aprilie 1944, satul Plopi, judeţul 

Edineţ, Republica Moldova 
• Titlu ştiinţific: Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1993) 
• Titlu didactic: Conferenţiar universitar (1980) 
• Domenii de activitate: ştiinţă (fizica şi tehnologia 

materialelor şi dispozitivelor cu semiconductori), pedagogie, 
administrare  

• Locul actual de muncă: Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova 

• Postul: Director Departament Inginerie şi Informatică 
• Studii: 

- Medii: 1950-1957, şcoala din satul Pesianovo, raionul 
Işim, regiunea Tiumeni; 1957-1960, şcoala medie din 
Donduşeni 

- Superioare: 1960-1965, Universitatea de Stat din 
Chişinău, facultatea de Fizică şi Matematică  

- Doctorat: 1969-1973, Institutul de Fizică Aplicată al 
Academiei de Ştiinţe din Moldova. 

• Experienţa  profesională: 
- Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei: inginer (1967-1974); cercetător ştiinţific 
inferior (1974-1976); cercetător ştiinţific superior (1976-
1992); şef de sector (1992-1994); şef de grup, cercetător 
principal (1997-prezent) 
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- Universitatea Liberă Internaţională din Moldova: 
director Departament Inginerie şi Informatică (1999-
prezent) 

• Domenii ştiinţifice de activitate: 
- Fizica şi tehnologia materialelor şi dispozitiveror  cu 

semiconductori; Fizica şi tehnologia materialelor 
semiconductoare III-V, a straturilor epitaxiale şi a 
heterostructurilor pe baza lor, obţinute prin metoda 
depunerii din faza de vapori în sistemul Cl-VPE. Interesul 
ştiinţific include studiul proprietăţilor electrice şi 
fotoelectrice ale p-n-joncţiunilor, diodelor cu bariera 
Şchottky pe baza materialelor semiconductoare, p-n-
heterojoncţiunilor izoperiodice cu fosfura de indiu de tip 
InGaAs/InP şi CdS/InP, elaborarea pe baza lor a 
dispozitivelor micro- şi optoelectronice, tranzistoarelor cu 
efect de cîmp, fotodioadelor pentru domeniul IR, celulelor 
solare. Studiul proceselor de obţinere a materialelor 
oxidice în formă de cristale masive, şi a filmelor pe baza 
lor optic transparente şi conductive pentru aplicaţii în 
dispozitive electronice, fotonice 

• Realizări ştiinţifice: 
- elaborarea tehnologiei de obţinere a monocristalelor InP 

cu conductibilitate n,p- şi cu proprietăţi  semiizolante 
pentru aplicare în procese epitaxiale de fabricare a 
structurilor semiconductoare. Implementarea structurilor 
epitaxiale şi a monocristalelor de fosfură de indiu in 
procesul de confecţionare a dispozitivelor opto- şi 
microelectronice.  

- în baza studiilor efectuate şi tehnologiilor elaborate de 
obţinere a structurilor epitaxiale de fosfură de indiu şi 
heterostructurilor izoperiodice InGaAs/InP au fost 
confecţionate următoarele dispozitive opto- şi 
microelectronice: 
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- p-i-n fotoreceptoare pe baza heterostructurilor 
InP/InGaAs/InP cu fotosensibilitate  0,4 – 0,6 A/Wt la 
lungimea de undă 1,55 µm cu timpul de răspuns < 100 ns. 

- fotorezistoare planare pentru domeniul spectral 1,0-1,6 
µm în baza heterostructurilor InGaAs/InP cu coeficient de 
amplificare 103 la puterea incidentă < 10-5 Wt pentru 
lungimea de undă 1,3 µm. 

- tranzistoare cu efect de cîmp (TEC) pe baza fosfurii de 
indiu pentru funcţionare în domeniul frecvenţelor (8-18) 
GHz. 

- s-a stabilit mecanismul fotoemisiei în heterostructuri 
izotipe p-InGaAs/p-InP şi confecţionate în premieră 
fotomultiplicatoare pentru domeniul spectral 1,0-1,6 µm 
cu eficienţă quantică externă a fotoemisiei de 3% la 300 K 

- Brevete de invenţii – 22 
• Teza de doctor: „Получение и исследование свойств 

фосфида индия и р-n- переходов на егo основе” (Chişinău, 
1974) 

• Teza de doctor habilitat: „Structuri epitaxiale şi dispozitive  
electronice pe baza fosfurii de indiu” (Chişinău, 1993) 

• Referent (oponent) al tezelor de doctorat – 10 
• Lucrări ştiinţifice: mai mult de  140 publicate  
• Lucrări de publicistică în ziare:  mai mult de 10 
• Cursuri universitare: „Tehnologia materialelor 

semiconductoare” (Universitatea tehnică din Moldova, 1988-
1989; Timişoara, 1995; ULIM, 1999 – prezent); ”Bazele 
microelectronicii” (ULIM, 1999-prezent) 

• Consilii Ştiinţifice:  
- Membru al  Consiliului Ştiinţific al Institutului de Fizică 

Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995- 
prezent) 

- Membru  al Senatului Universităţii Libere din Moldova 
(1999-prezent) 
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- Membru al Comisiei de experţi în domeniul fizicii al 
Comisiei Superioare de Atestare (CSA) din Republica 
Moldova (1997-prezent) 

- Membru al Consiliului specializat de susţinere a tezelor de 
doctor şi doctor habilitat (DH 01.92,08) de pe lângă 
Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (1996-prezent) 

• Comisii de stat:  
- Membru al Comisiei de experţi a Consiliului Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică în domeniul 
„Electronică” (2002-prezent) 

• Congrese, simpozioane, conferinţe  internaţionale:  în total 
circa 30 de participări: Aşhabad (1971), Bacu (1972), 
Moskova (1980), Krasnoiarsk (Federaţia Rusă, 1982),  Odesa 
(1982), Gurzuf (Ukraina, 1983), Rehardsbrun (Germania, 
1984), Bucureşti (1985),  Timişoara, Sinaia (România, 1992-
2003), Taşkent (Uzbekistan, 1992), Smolenice (Slovacia, 
1998, 2000), Iaşi (România, 1996, 2000) 

• Coordonator de ediţii ştiinţifice, redactor responsabil: 
- Symposia Professorum. Seria Inginerie şi Informatică 

(Chişinău, 2001-2003) 
• Membru al redacţiilor ştiinţifice: 

- Symposia Professorum, seria Inginerie şi Informatică 
(2001-prezent) 

• Granturi: Fundaţia Soros Moldova (1993); INTAS (2003) 
• Laureat: Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii 
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Este o onoare pentru profesorii şi colaboratorii Departamentului  
Inginerie şi Informatică ULIM  de a lucra alături de distinsul om – Emil 
Rusu. Calificarea ştiinţifico-didactică înaltă, abilităţi deosebite de 
organizator şi promotor al realizărilor tehnologiilor informaţionale şi 
educaţionale – acestea sunt trăsăturile specifice ale fizicianului şi cadrului 
didactic univeritar E. Rusu. 

Este merituos aportul dlui Emil Rusu pentru constituirea şi acoperirea 
funcţionării  catedrelor Departamentului, elaborarea şi promovarea 
strategiilor educaţionale, stabilirea direcţiilor de cercetare ştiinţifică, 
perfecţionarea programelor de studiu şi altele. Dl E. Rusu este acel 
catalizator, care asigură bunul mers al procesului educaţional la 
Departamentul Inginerie şi Informatică ULIM. Echipa acestui 
Departament îi doreşte cu prilejul jubileului prosperitate, noroc, succese în 
toate domeniile vieţii şi realizări cât  mai frumoase! 

Echipa Departamentului 
Inginerie şi Informatică ULIM 

 
 

Emil Rusu, doctor habilitat profesor universitar este cu certitudine o 
personalitate marcantă în arealul ştiinţific şi educaţional din Republica 
Moldova. A iniţiat şi a contribuit în mod substanţial la valorificarea unor 
noi orizonturi în ştiinţă, în special în tehnologia materialelor cu proprietăţi 
de semiconductor. 

Activitatea educaţională este marcată de formarea unor noi generaţii de 
cercetători şi specialişti în domeniul tehnologiilor de vârf, care vor fi 
capabili să propună soluţii adecvate cu care se confruntă societatea. 

Fire deschisă, sinceră modestă.  
Acesta este în opinia mea savantul, pedagogul, Omul Emil Rusu. 

  
doctor conferenţiar Vasile Dvornic,  

Departamentul Inginerie şi Informatică, ULIM 
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